5] HGC

MAX809X

EERES MRS

Tt = 3=

o {EINHE: 5.5uUA, @VCC=6V (HiEI(HE)

o T I{EHEEBHE: 1V~6.0V

e E7&A VCC BESiTit

o TEINEBITIH

o NES{UIEATHYE 200ms (BEAME)

o SHEEENBEE: £25% SOT-23

o /MAFOEEE: SOT-23

FamilhEa

PR £% VsE | gmew | % SETE

MAX809LDBZRG SOT-23 4.63 AAAA it 3000/
MAX809MDBZRG SOT-23 4.38 ABAA it 3000/
MAX809JDBZRG SOT-23 4.00 CWAA it 3000/
MAX809TDBZRG SOT-23 3.08 ACAA it 3000/
MAX809SDBZRG SOT-23 2.93 ADAA e 3000/
MAX809RDBZRG SOT-23 2.63 AFAA JRte 3000/£2

RYITE DU FARH PR A 7] 1/6 2020 JAN

http://www.hanschip.com


http://www.hanschip.com/

[H] HGC MAX809X

FEEmE

MAX809X ZHJFIE—FA KA F RSB IR AN = im KB EE AN LixsE,
LT ENAMESEIRH— N EN IR ES, ZRVEMENGEIEeEseiE 1.0V ~ 5.0V B9E
EERE, MAEE, THIMEZE,

A

FEit IR E

R EE AT INRS

FEfM, RIAbiERs

EZKE RAM (ESFERIFRS
/58 MP EBjRisis

BRATLR S

HREN

v L[

=

EBIE X IhkE

BHFS
SOT-23
1 GND ROy EEIkEl
3 vVCC OB\
2 St

BRIEN e e

RIS R AR TR A 7 2/6 2020 JAN
http://www.hanschip.com


http://www.hanschip.com/

5] HGC

[z FA e ik L iveiG1
Veeo O
| |
vVee Vee |
PROCESSOR VCC |
RESET RESET ] |
INPUT | -
GND GND :
VRESET
l l | Trp |
WIREH
mB /= il WPRE BA{§]
vVce BINBBE 6.5 \Y;
BE —
VRESET St HEBE -0.3~ VCC+0.3 V
3% PD SOT-23 200 mw
Tw TIEEEEE -40 ~ 85 °c
BE Tc G R EE -55~125
Th 1EEERE,10s 245 C

x: WMIRSHEETICEE IR TERAEE

YRR, RISERANRIRSET, FReRILERAJLUESELE,

BTAIRIRE, MRBIUNIRE, BEDJREEM T mHHE

a

B
MAX809X (Ta=25C, [RIE4SFRIRAR)
s = e BAME | HEME | RAE | B
VCC T{EEBE 1.0 - 6.0 Y%
ICC ESEIR VCC=6V,No Load - 5.5 - uA
N VCC=Vth+0.5V to Vth, ZS& 0.975* 1.025*
(1) = e _
Vth ShrFBE VRESET =VCC to GND | Vih(E) vthey |V
Trd NN VCC= Vth to (Vth—100mV) - 5 - us
L R/S/T | VCC=0t03.5V, =5} 80 - 350 ms
Trp RS RTE] —
L/M/J | VCC=0to 5V, =% 80 - 350 ms
VOL | EffsatEEE | VCC=Vthmin, ISINK=1.2mA - - 0.3 v
e VCC>Vthmax,
VOH | EfufihSHEE ISOURCE=500UA 0.8VCC - - Vv
AVth/ ok e . ] ] .
iE: (1), Vth J9EFREEIE(E, Vth(E) RIRIR(E,
RIS R AR TR A 7 3/6 2020 JAN

http://www.hanschip.com



http://www.hanschip.com/

[H] HGC MAX809X

HEIIBR T
SOT-23
B -Q
A
_——a T
| |
© o Af
’ | b | QP 0.20
Dimensions In Millimeters(SOT-23)
Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 0.90 0.00 2.80 2.25 1.20 0.13 0° 0.30
1.90 BSC

Max: 1.05 0.15 3.00 2.55 1.40 0.41 8° 0.50
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	重要声明：
	汉芯半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最
	客户在使用汉芯半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全
	汉芯半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，汉芯半导体将不承担产品在这些领域应用造
	汉芯半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或
	汉芯半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他汉芯半导



